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Uklad UL 1111N zawiera awa tranzystory poigczone w u-
" xladsie wemaoniscza réinicowego 1 trzy tranzystory.
Przegnaczony Jest do zastosowah ogélnyoh.

Parametry dopuszczaine
[omp = +25°¢/ |

UL 111IN *
ULA 6111N

Para réznicowa
i trzy tranzystory

Obudowa CE 70

, : | Wartosé
Oznaozenie Nagwa Jedn. min . T max
Pd1 Moo tracona w kolektorsze oW ’ 300
/jednego transzystora/ :
By Moo tracone v calym ukladzie oW 1, . 750
) UCE Népiqcie kolektor-emiter :
\ UL 11418 R ; i . : 15
— 7 , - : ULA 61118 25
UCB Napigcle kolektor-baza )
\ - ' UL 11118 v 20
. | , ULA 61118 30
ﬁcs Napigcie kolektor-podioze -
. T UL 11141% v 20
ULA 6111N 30
) Upp Naplecie emiter-baza v 5
Ic' Prad kclektora /Jednego mA ‘ "~ 50
, trangyetora/ . 1 -
‘ t Temperatura przeohowy- -
stg wanla _
UL 1111N 8 -40 +125
UIA 6111K ¢ -55 +125
: tamb ‘Temperatura pracy - UL 111K -25 .. 470
RS , . . %
: ULA 61118 - =40 +85%
Podlole
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Schemot wownqtrzny' «


http://www.dzsc.com/ic/sell_search.html?keyword=UL1111
http://www.jdbpcb.com/J/
http://pdf.dzsc.com/
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Parametry charakterystyczné

/gy = $25°0/

7

Oznaczenie | Nazwa . Jedn. Wartogdé ‘Warunki pomwiaru.
min | typ | max Owagl .
1] , ‘Naplegoie ﬁrzebioiﬁ
/BR /CEO kolektor-emiter ~|
N UL 11141K 15 .26 - '
| A e1nin | ¥V [ 25 30 To=1 mA; Ip=0 4.
U ron Napiecie przebicia ‘
» /BR /CBO kolektor-baza o
e UL 1114N 20 65
uta 61148 | ¥V [ 30 | 65 1g=10 pA; Ig=04
U Napiecie przeblcia
/BR/CS kolektor-podtoze »
UL 1111K 20 65 ,
via 61148 | Y | 30 65 Ipg=10 mA
u Rapiecie przebicia k4 5 7 - T.=40 pA: I.=0 A
/BR/EBQ emiter-baza E pat 1o :
QBE Napigcie baza-emiter v 0,75 0,8 UCB'B \ £ Ic=1 mA
ICBO Prgd zerowy kglektora- naA 1 40 UCB‘10 \&3 IE=° A
ICEO Prgd zerowy emitera
UL 1111KN 0,02 0,5 _ ' :
. uLA 61118 | P4 0,02 | 0,15 ) Ueg=10 Vi Iz=C A
hé1E Statyczny wspblozynnik
wzmocnienia pradowego
/w uktadzie wspélnego '
emitera/ - .
UL 1114N - 40 100 : .
ULA 6111K 80 | 100 Upg=3 V5 Ip=1 mA
U We jéclowe napigcie :nie:| mv 5 U.n=3 V; I.=1 mA
10 zréwnowazenia ' “CE ’ C
T Czestotliwosé granicema ‘MHz | 300 550 UCE-B v; IC-B‘QA
‘ ‘ £ =100 MHz -
7 P
h11e ‘Malosygnatowe gwarcio- kS 3,5 UbE=3 Vs IC=1 mA
we impedancje wejsolo- s £ =1 XH .
. we w ukladzie wspélne- 1
] g0 emitera '
h12° Malosygnalowy fozvar- -
clowv wapblczynnik -4 UCE=3 V;’Ic-1 mA
wstecznego przenosze- 2+10 r 1kaz -
nia napigciowego w u-— ' -
kladzie wspélnego emi-
tera v
Chga lalosygnalowy gwarcio- '
21e wy wapdtoczynnik prze- 110 UCE=3 v; IC=1 mA
. nosrenia pradowego w £ =1 kHz .
ukladzie wspélnego e~ r =
mitera
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od, tabl.

Wartodé . Warunki pomiaru

Qznaocsenie | ' Kazwa Jedn.
min | typ | max Uwagl
~h o lﬁlosygnalm 'roziar— ' .
22e ciowa admitanoja wyj- FS 45 Neg*? Vi Io=1 md
¥oiowa w ukladzie £_=t kHe .
wspblnego emitera . ‘ : P R
l;spézozynnik szuméw 4B Y | Ugg=3 Vi =100 pa
‘ ' /pojedynozego tran- ' . .
gystora/ S _ o 2,1 XHe} 38'1, xR
Cepo | Pojemnosé emiter-baza | pr 1 | Upp=3 V; Ip=0 A
. _ £ =5 MHs
. . ) P
Cgmo Pojemnodé kolektor-bazal pP 1 | Ugg=3 Vi I=0 4
o : . £ =5 MHZ
S . | . P
Cos Pojemosé kolektor- | PP 2,8 Upg=3 Vs Ip=0 A
, -podote ' . fps} MHz '
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